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Beschreibung 
•*ragerstruktur fiir ei '„. ^ . 

<*erselben " ° hlP Und Verf ^ren 2um Herstellen 



I ' CiS vorl iegende Erfindung beziehi- • u 
| fur einen Chip und sp e2ifisch l T "* 

| :,;;nen, Bondkanal. *"cher auf Tragerstrukturen mit ei - 



dieselben zu gewhrleisten i„ I ! *""" Schutz f <* 

TOn Chips CSP . Ve : £ e ; hr ^ „ erden zum 

J. "ray,. F BGA -v erfanren _ "^o-KugeXgitter- 

F «»-«»tand-K U g«agittei.r™.. ! 8,11 Grid Ar "y " 

i *»« on Chip _' M « t 2 n t ;™ i ;, e 800 ^^""" <boc - 

j: Lni P'' eingesetzt. 

|; Bei der Herstellung von Miniature- " ' 

|^ec hni k typischerwe±se ei ™^ aUSe " im stand der 

|i?**>strat verwehdet. Dabei J™ l J"* KO ™"«*- Trager- 
j. bierendes zweiseitig klebendl « ^ Spannu ^a -absor- 

J *bcl*. KlebescMcht ^^IT ^ ^ ^ 

i g» durch eine *eiteiluna S ° ^^eordnet, 

9rang ig ausgespart wi rd . dL B^n^T^ B ° ndkanal 
-cHes Verbinden von AnscnTu^TLT ein elektri- 

Bondkanal bLs"! ' mittels ^ahten, die 

| T -~ rats d Urc ^^ s :^; n - -3 Chluflbereichen des 

fete ^ittels bekannten Ve^aLen ^ ^ di « 

Sen in den Bondkanal eingef ahrt ^ ^^n- 

NhluBflacnen auf dem ' ' ^ »*t den An - 

: typische rweis ; e L p b ™ den zu werden - E±n b °-^ 

f.. areite von etwa 0,7 hi*, i o 

I ' ' . ms 1/ 2 mm, wo - 

. '■■ 

Ki" ■ 

^' 
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p|| Lange desselben iiber das geeamte Tragersubstrat 
p| nn - Dadurch kann mittels eines einzigen Kanals 
^sche Verbindung fiir eine Mehrzahl von AnschluB- 
^esJChips geliefert werden. 



mm 



: ' S ° ben <? en annte Draht -Bonden durchgefuhrt 1st, wird 
Jp^verkapselt, d. h. genauer gesagt, mit einem Ver- 
mli' erial hzw - v ergu(J material ausgef iillt, urn die 



, anisch zu befestigen und gegeneinander zu isolie- 

1 | : 

^||||n umfaflt beispielsweise das Einbringen einer 
j|^-.ierenden Masse. Im Stand der Technik wird das 



mi 



jgjispielsweise mit einem Rakel verfahren oder einem 
.,-p'^ ren durchgefuhrt, bei deir. eine Nadel in den 
^p|gebracht wird und das Verkaps el ungs material dar- 
^|fcden Nadel kanal in den Bondkanal eingebracht 

mm . 

|P| :im Stand der Technik bekannt, den Bondkanal 
JpjlSprit zgiefiverf ahrens zu verkaps el n, bei dem die 
^|nasse mittels eines Uberdrucks in den Bondkanal 
J|jj|rird. Nach dem Einbringen der Vergulimasse ist 
^gchlossen, wo bei die Drahte nach einem Ausharten 
||||||der Verkaps el ungsma s s e verankert sind. 



j||§| fer Technik verwendete Tragersubstrat mit dem 
jg||enen Bondkanal weist jedoch den Nachteil auf, 
|kapselungsmasse bei dem Verkaps el n des Bondkanal s 
|^:|er Viskositat die Verkapselungsmasse mehr oder 
|||j|ber die End en des Bondkanals ausflieflt. 



<|ie wird der Querschnitt der Bondkanal enden durch 
;«?* 66e ' d " h ' die chi PS r6l3 e, die Breite des aktiven 
ips ;Bondkandls und der El as tomerdicke. oder Kleber- 
ge/'bestimmt. Urn ein AusfliefJen der VerguJJmasse aus 
chen offenen Bondkanal enden zu verhindern, ist es 
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^S|^¥and der Technik erforderlich, deren Viskositat und Rheo - 
HP^Iitf entsprechend abzustimmen oder eine zeitkritische Pro- 
kmgj^^plge zwingend einzuhalten. Beides ist jedoch nur unter 
^ipji^l&jteverlusten realisierbar. 

: :; ; ,F;ernet ist ein seitliches AbschlieJien des Bondkanals nach- 

t, da bei dem Verkapseln des Bondkanals Luft oder ein 
BBWP^ Gas ' das sich im Bondkanal befindet, aufgrund einer 
.. /aiiyolistandigen Verdrangung in dem Bondkanal verbleibt, wo - 
W^^||||5ich in der Verkaps elungsnasse Luf teinschl tisse, wie 
#:M^$^i:elsweise Blasen oder L6cher bilden. 

SS^^^^^ a be der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine 
T^Wi^ truktur flir einen Chip zu schaffen, bei dem eine ver- 
^besserte Verkapselung des Bondkanals erreicht wird. 

Aufgabe wird durch eine Tragers truktur nach Anspruch 1 
|/und; ein Verfahren zum Herstellen einer Tragerst ruktur nach 
^P^||i>ruch 16 gelost, 

^^g^rc>rliegende Erfindung schafft eine Tragerst ruktur fur ei - 
mit folgenden Merkmalen: 



©000 



|^i:^m v Tr ^gersubstrat mit einer Bondoffnung in derselben; 

^'lii^te^r bi ndu ngs s c hi c ht auf dem Tragersubstrat , in der uber- 
.^^ipeti'd • mit der Bondoffnung ein Bondkanal gebildet ist; und 

^^^|4itweichungsverhinderungss truktur fUr den Bondkanal, urn 
^P^^^^Einbringen eines Verkaps el u ngs material s in den 

^cikanal: nach dem Aufbringen eines Chips auf die Trager- 
ijt-tuktur -ein Entweichen von Luft aus der Kanalstruktur zu er- 
^glichen und das Verkaps elungsmat erial an einem Entweichen 
Sg^m^Bondkanal zu hindern. 



mjmm 

>.>'VK.-.>1 ./;v : . 
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ll^llll^r schafft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum 
fc^f||Sfeellen einer Tragerstruktur fur einen Chip mit folgenden 
jBKitten: 



$2pugen einer Verbindungsschicht auf einem Tragersubstrat 

S3""' - . ' '] 

^ffipKkiner Bonddffnung, so daft in der Verbindungsschicht ein 
^ikanal gebildet ist; und 

.'*•;■' • ■ 



'1^^^^9 en einer Entweichungsverhinderungsstruktur fur den 
fM^^^^al , derart/ ' daft die Entweichungsverhinderungsstru 



ktur 



■NH^iSil det ist, urn bei einem Einbringen eines Verkapselungs- 
Mw^|bi^i^ls in den Bondkanal nach dem Aufbringen eines Chips 
pvauf-v.di.e Tragerstruktur ein Entweichen von Luf t aus der Kanal - 
m^truktilr zu ermoglichen und das Verkapselungsmaterial an ei - 
pfrtgm Entweichen aus dem Bondkanal zu hindern. 

^pplivdrliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daft beim 
l T 'V'e : rkapseln des Bondkanals dadurch erreicht wird, dali Luft 
pp^'i:. ein anderes Gas, das sich in dem Bondkanal befindet, bei 
I ea/nem Verkapseln liber eine eigens dafur vorgesehene Entwei - 
^cKungSverhinderungsstrukt^ bzw, Entl uf tungsstuktur in den 
vfttifi;eniaum gedrangt werden kann, die gl eichzeitig' verhindert, 
^^pi^::V:erkapselungsrnaterial aus dem Bondkanal entweicht. 

P|^^^iinem Aus flihrungs bei spiel wird zum Vermeiden eines Aus - 
p^^^HI'-; der Verkapselungsmasse darauf abgezielt, eine an der 
^t-weichungsverhin auf tret ende Kapillarwirkung 



rt; zu reduzieren, daft das Hinaus Ziehen der Verkaps elungs - 
^'e 'durch die Entweichungsverhinderungsst ruktur aufgrund 
^^fexetenden Kapillarkraf t en verhindert wird. Beispiels- 



syfe ' ,kann bei einem Ausflihrungs bei spiel eine im Stand der 
®|pak bei Bondkanal en mit seitlichen offenen Enden auftre- 
i'erides Entweichen der Verkapselungsmasse aufgrund von Kapil - 
Icraf/te durch ein Verengen des Bondkanal -Querschnitts an 
iVvfehderi: mitt els Barrierenst rukturen erreicht werden. 

tip 

■'^ V ^ • 
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Mngferteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daJJ ei 
;/ nS Rsalisierung der Entweichungsverhinderungsstruktur auf ei 
^^pgxible Weise erfolgen kann. Dies erlaubt ein Anpassen 
;&«<}ptimieren der Entweichungsverhinderungss truktur bezug- 
r |Sif^' jeweiliger Verkapselungsverfahren, Verkapselungsmateria 
|||^n, Bondkanal -Abmessungen oder -Formen. Das flexible Ent - 
^? der Entweichungsverhinderungsstruktur kann beispiels- 
jUlii? durch ein Verandern der Form, der Gestalt, der Anord- 
||g|g^'bezuglich des Bondkanals oder der Abmessung der Entwei - 
^^|verhinderungsstruktur erreicht werden. Ferner konnen 
|^^^iiedene Art en von Entweichungsverhinderungsstrukturen 
J;;yb.rg|s:ehen sein. Durch die Variation der Entweichungsverhin - 
sstruktur wird ermoglicht, eine Konta mi nation von akti- 
||||p£ubstratbereichen bei dem zukunftigen Package zu verhin- 

: ; jj§ ;•: ' 

;;D.ie Entweichungsverhinderungsstruktur ist bei einem Ausfiih- 
'|^ngs;bei spiel an einem seitlichen offenen Ende eines Bondka- 
pP||febildet, so dafi ein Querschnitt des Bondkanals an dem 
tgnde .gegeniiber dem Querschnitt des iibrigen Bondkanals verrin- 
|;;gert 1st. 

j|?Is Vorsehen des aus dem Stand der Technik bekannten Bondka- 
^^^|/ftit seitlich offenen Enden weist dabei den Vorteil auf, 
IpS.-dfediglich eine geringe Modifikation des Bondkanals, bei - 
|s^ielsweise durch das Vorsehen der Barrierenstruktur, erfor- 
^^||^: : : ist ' um das erfindungsgemaBe vorteil haft e Verkapseln 
tes-, : .Bondkanal s zu ermdglichen. Dadurch konnen bei der Her- 



||&kgng'die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren 
to-Entwurfe verwendet werden, wodurch sich geringe Herstel 

?-?ife Sten Und eine schnell e Umsetzung in einem Herstel - 
M^ r Pze/i erreichen la/it. 



I 



^^Ichungsverhinderungsstruktur kann eine schl it zartige 
"Vpng sein, die an dem seitlichen Ende des Bondkanals ge- 
'^^gUd, indem eine Barrierenstruktur zum Versperren des 



mm 



, :c;^d,t%s des Endes vorgesehen ist. Die Barrierenstruktur 
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elsweise eine an dem seitlichen Ende angeordnete 
J|p£t, die gegenUber der Schicht, die den Bondkanal bildet, 

■Si eft ist oder Pragungen, die einzelne Entl uf tungsrinnen 
|f$en., aufweist. Dies ermoglicht eine einfache und kosten- 
jige Herstellung der Entweichungsverhinderungsstruktur. 



^durch die Barrierenst ruktur gebildeter Schlitz kann so - 
;;,ryin einer horizontal en Richtung als auch in einer verti- 
^g-Richtung bezliglich des Tragersubst rats gebildet sein. 

kann die Entweichungsverhinderungss truktur eine Aus - 
ttSdffnung umfassen, deren Querschnitt sich in Austritts- 
fitSiig verjungt. 



©009 



ierenstruktur zum Verengen des Querschnitts kann mit 
mj$>i ndu ngs s c hi c ht , die den Bondkanal bildet, verbunden 
fefe^erner kann bei einem Ausf uhrungsbeispiel die Barrie- 
Iferuktur zum Bilden von Entl iif tungsof f nungen ah einem 
^jc-hen offenen Ende des Bondkanal s beabstandet zu der 
ffi^dungs s c hie ht angeordnet sein. Die Barrierenstruktur • 
^;;sich liber die gesamte Hohe der Verbindungsschicht er- 
||jf|h, wodurch die Barrierenstruktur bei einem Aufbringen 



J»lMps auf die Verbindungsschicht in Beriihrung mit dem 
>. r s;ein kann. 

in- . ■ 



|^t;|kann die Barrierenstruktur eine geringere Hohe als die 
||miihgsschicht aufweisen, so daft die Barrierenstruktur 

|8j|m auf die Verbindungsschicht auf gebrachten Chip beab- 
p^ist. Die Barrierenstruktur kann beliebige Formen auf - 
^hy : ;;.:bei spiel sweise eine zylindrische Form oder eine Hok- 
<#tm,-; wobei durch eine konvexe Gestaltung der seitlichen 
^|;-oberen Oberflache der Barrierenstruktur eine gunsti- 
^ : rm.erreicht wird, die ein Verdrangen der Luft ohne die 
^^Sjrig nachteiliger Strdmungen ermoglicht und ferner eine 
«i||enetzungsflache fur die Verkaps el ungsmass e schafft, 
p|rch die Benet zung der Barrierenstruktur ein Hinaus - 
£h der Verkaps el ungs masse aufgrund von Kapillarkraf ten 

hBI^ wird - 



■ • . 
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.B,:ie ;En1:weichungsverhincierungsstruktur kann auch eine Mehrzahl 
ypn &f f nungen, die beispiels weise in einer Perf orationsstruk- 
t : ur angeordnet sind, umfassen. 



Bei.einem weiteren Ausf uhrungsbeispiel ist die Entweichungs- 
|fe||^^hde rungs st ruktur in dem Tragersubstrat angeordnet, wo - 
•Vdurch der Bondkanal mit vollstandig abgeschlossen Seitenwan- 
., den ausgebildet sein kann. Die Entweichungsverhinderungs - 
vsti-ukturen konnen Ausnehmungen in dem Tragersubstrat, bei - 
; spielsweise Schlitze, umfassen, die den Bondkanal mit der au- 
,fi:eren.; Umgebung verbinden. 



©010 



I Bei einem Ausf uhrungsbeispiel sind die Ausnehmungen auf einer 
^dSi-rfiache des T rag ersubst rats gebildet, auf der die Verbin- 

•dungsschicht angeordnet ist. Die Ausnehmungen erstrecken sich 
vih ! der Richtung der Oberflache derart, da/5 die seitliche Be- 
;! .wandung bzw. Begrenzung des Bondkanals uberquert wird, so dafc 
^ifrjfie Verbindung von dem Bondkanal in den Aufcenraum gebildet 

f'ist;."' • 

: Bei /^ein em weiteren Ausf uhrungsbeispiel , bei dem eine Ausneh- 
femuhg vzum Entluften in dem Bereich des- Bondkanals auf dem Tra- 
;:g4rsubstrat gebildet ist, erstreckt sich die Ausnehmung in 
einer.y Richtung senkrecht zu dem Tragersubstrat von der Ober- 
^ifikche des Tragersubst rats, auf der die Verbindungsschicht 
^/gebildet ist, zu der gegenuberl iegenden Oberflache. 

: ?'.pie Verkapselung des Bondkanals kann mittels der im Stand der 
: ^ichnik bekannten Verfahren, beispiels weise mittels eines 
druckunterstut zten Verfahrens, eines geschlossenen Rakelsy- 
gVstems oder eines Dispenspro zess es, durchgefiihrt werden. Dabei 
^4r!m6glicht die Verwendung von druckunterstut zten Verfahren, 

^fijp^bei spiels weise sprit zgufiartigen Prozessen, unter Verwen- 
S|;dung geeigneter Verkapselungsma terial ien, wie beispi el s weis e 
$f Epoxidhar z, eine hohe Qualitat der Verkapselung. 
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^^p^|Er^tweichungsverhinderungsstruktur kann bei einem Herstel - 
' ^.ungspro zeli als eine vorgef ormte Struktur auf der Trager- 
^^^Sktur aufgebracht werden. Beispi elsweise kann die Entwei - 
■l^sverhinderungs struktur aus einem Elas tomermat erial ge- 
JKffj^^&t sein, das eine beidseitig kl ebende Oberflache auf - 
^^j^^t.. Vorzugsweise erfolgt bei dies em Aus f uhru ngs bei s pi el 

fEf zeug en der Entweichungsverhinderungsst ruktur gleichzei- 
^^I^Tnit dem Erzeugen der Verbindungsschicht , die den Bondka - 
Mifttbildet. 

l^^^lieinem weiteren Ausf lihrungs beispiel wird die Entweichungs - 
^^jfihderungsstruktur durch eine Kl eberschicht realisiert, 
^^IK|Jbeispielsweise mitt els eines Druckverf ahrens aufgebracht 
kann. 



fi^erner kann bei einem Herstellungspro zeft die Entweichungsver- 



|;,hinderungsstruktur auch durch ein Pragen einer auf gebrachten 
^^^|p/eichungsverhinderungsstrukturschicht erf ol gen. Das Pragen 
^Bj^pSi , beispiel sweise nach dem Auf bringen der Entweichungsver- 
'^^feljSerungsstrukturschicht durch ein Prelif ormen oder Druckfor- 
^^p^.ders el ben erfolgen. 

einem Ausf lihrungs beispiel , bei dem die Entweichungsver - 
ifSfepi : ^ run 9 sst ruktur auf dem Tragersubst rat vorgesehen ist, 
■^^^rd dieselbe beispi el sweis e durch ein Abtragen von Material 
^^^pH^agersubstrats, beispielsweise durch ein Atzen oder 



J^^iSden, erzeugt werden. 



^^^Ip^zugte Ausf iihrungs bei spiel e der vorliegenden Erfindung 



;erden na c hf ol g end unter Bezugna hme auf die beiliegenden 
fefenungen naher erlautert. Es zeigen: 



und ei- 
jemafr einem 

Ausf uhrungbeispiel, bei dem sich ein Querschnitt 
eines Bondkanals in Aust rittsrichtung verjiingt; 



ifeRigv/;ia ~b schematise he Abbildungen eines Querschnitts 
^K^V--. ner Draufsicht auf eine T rag erst ruktur gemaf 



0-. - 
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2a -b schematische Abbildungen eines Querschnitts und ei - 
ner Draufsicht auf eine Tragerstruktur gemafl einem 
Ausf iihrungsbeispiel , bei dem eine horizontale Rinne 
zur Entliiftung verges ehen ist; 

3a -b schematische Abbildungen eines Querschnitts und ei - 
ner Draufsicht auf eine Tragerstruktur gemafi einem 
weiteren Ausf tihrungsbeispiei , bei dem eine horizon- 
tal e Rinne zur Entl uf tung vorgesehen ist; 



III! 

j, t > i - y< '- • _ - 



4a -b schematische Abbildungen, bei denen ein Querschnitt 
und eine Draufsicht einer Tragerstruktur darge- 
stellt sind, gemafl einem weiteren Ausf uhrungs bei - 
spiels- der vorliegenden Erfindung, bei dem in einem 
Bondkanal eine Barrierenstruktur angeordnet ist; 
und 



|V |gp ; 



v5a -b schematische Abbildungen, bei denen ein Querschnitt 
und eine Draufsicht einer Tragerstruktur darge- • 
stellt sind, gemaft eines weiteren Ausf uhrungs bei - 
spiels der vorliegenden Erfindung, bei dem eine 
Entweichungsverhinderungsstruktur in dem Tragersub- 
strat gebildet ist* 



^itii^f dlgenden werden unter Bezugnahme auf die Fig- 



la bis 5b 

JSSschiedliche Ausf tihrungsbeispiei e einer Tragerstruktur 
""^P^B'iiien Chip naher erklart. Elemente der Tragerstruktur, 
L^iri den verschiedenen Ausf uhrungs be is pi el en gleichartig 



la zeigt einen schematisch dargestell t en Querschnitt 



l^iiid, sind dabei in den Figuren jeweils mit gleichen Bezugs- 
''neichen bezeichnet. 

,'.' : .'Y . 

Si 

||p&h eine Tragerstruktur mit einem auf gebrac ht en Chip gemaJi 
6inem Ausf uhrungs bei spiel der vorliegenden Erfindung. Auf ei - 
r -Oberflache 100a eines Tragersubst ra ts 100 ist eine Ver- 
^SpSngsschicht. 110 mit einem darin gebildeten Bondkanal 114 
lllprdnet. Unter einem Bondkanal ist eine Ausnehmung zu ver- 
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Pl^r die es ermoglicht, Drahte von einer Anschlu&f 1 ache 
W$e& auf einer aufteren Oberflache 110a der Verbin- 
M^fi^feschicht 110 aufgebrachten Chips 112 zu der dem Chip 112 
M|gieh\iberliegenden Oberflache 100a des Tragersubst rats 100 zu 
|i:ifuhren. Gemaft Fig. lb, die eine Draufsicht auf die Trager- 

struktur ohne den Chip 112 zeigt, ist der Bondkanal .114 durch 
|:- : ,^ine Zweiteilung der Verbindungsschicht 110 gebildet. Mit an- 
| s 'deren Worten gesagt, ist der Bondkanal 114 durch eine sich 
; ;, horizontal erstreckende langliche Ausnehmung in der Verbin- 

110 gebildet, wobei derselbe an seitlichen Enden 



;^/ll4a und 114b off en ist. 

W Bei dem Tr ^9^ r substrat 100 kann es sich urn ein Hal hi eiterma - 
&\ terial, ein Keramikmat erial oder andere im Stand der Technik 
fe^ e}cannte Materia lien handeln, wobei das Tragersubst rat 100 
eine oder mehrere Schichten umfassen kann. 



Ilpas; Tragersubstrat 100 umfaBt eine Bondoffnung 116, die in 
P'-^ em " Tr ^g er substrat iiberlappend mit dem Bondkanal 114 gebildet 



p: : i s t * 



tt)er Bondkanal 114 ermoglicht ein Durchfuhren von Drahte 



M\ zum Verbinden derselben mit Anschluliflachen des Chips 112 und 
§|^4 in v ^rkapseln des Bondkanals, bei dem liber die Bondoffnung 
0yM$ Verkapselungsmaterial in den Bondkanal 114 eingebracht 



ftp-Die' Tragerstruktur weist ferner an den seitlichen Enden 114a 
p>und 114b des Bondkanals 114 vertikale Entl uf tungsschl it ze 
|*U;k? w - Spalte 118a auf, die durch dreieckf 6rmige Barrieren- 
p^sfc-rukturen 120 in dem Bondkanal 114 gebildet sind. Die Ent - 
fe> fuf tungsschl it ze 118a erstrecken sich in einer Richtung senk- 
3>- recht zu dem Tragersubstrat 100 (z-Achse) uber die gesamte 
feDicke der Verbindungsschicht 110 und sind jeweils an den 
||::seitlichen Enden 114a und 114b mit der Verbindungsschicht 110 
^|<>vefbunden. 

|>;faie dreieckf ormigen Barrierenstrukturen 120 verengen den Ka - 
%'nar an den Enden des Bondkanals 114, so dafi> sich der Kanal - 
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querschnitt in Aust rittsrichtung zunehmend verjungt. Dies er- 

» 

pt^moglicht, daft bei dem Verkapseln des Bondkanals 114 eine op- 

timale Qualitat erreichbar ist, indem die Bildung von Hohl - 
®- raumen und Luf teinschl iissen vermieden wird. Der sich verjun- 
||$p; : gende Querschnitt des Kanals an den seitlichen Enden 114a und 
Wi i ll 4b ermoglicht ein Herausdrangen der Luft, ohne daft dem 
|| : 'y'.Luf tstrom eine vorstehende Struktur oder eine Kante entgegen- 
llfSsteht, wodurch die Bildung nachteilhaf ter Stromungen, wie 
jp.' beispielsweise Luftwirbel, wirkungsvoll verhindert wird. Der 
jp;&ari den Seitenende auftretende minimale Of f nungsquerschnitt 
^l^lxd'. vorzugsweise abhangig von Parametern, die eine Kapillar- 
wir.kung beeinf lussen, beispielsweise der Viskositat des Ver- 
» !' kapselungsmaterials, der Kanalbreite und Hohe, geeignet ge - 
%^^^m^.t um ein Austreten der Verkaps el ungs masse aufgrund einer 
«|^i^ilarwirkung zu unterbinden. 

^^j|||firzeugen der Entl iif tungsschl it ze 118a werden die Barrie- 
P^^^Strukturen 120 vorzugsweise an den erf orderl ichen Teilen 
ffi§^|iS|verbindungsschicht 110 vorgef ormt. Dabei weisen die Bar- 
i^^ens t ru kt u r en 120 und die Ver bi ndu ngs s c hi c ht 110 vorzugs- 
| -; : weise eine beidseitig klebbare Schicht auf, die beispielswei - 
I '.ise. ein Elastomermaterial umfassen kann. Dies ermoglicht, die 
£ .0 Verbindungsschicht 110 und die Barrierenst rukturen 120 auf 
< .da's Tragersubstrat zu kleben, wo bei der Chip 112 durch das 
^^flll^eitig klebbare Material auf der aufteren Oberflache 110a 
$;■}• der Verbindungsschicht 110 angebracht werden kann. Dabei kon- 
;^ f nen die Barrierenst rukturen 120 und die Verbindungsschicht 
lltiji vor einem Auf bringen auf das Tragersubstrat bereits in 
ij^'^ der gewlinschten Form gebildet werden, wodurch eine Herstel - 
V/lung vereinfacht wird. 



&vBei einem Ausf uhrungs beispiel wird die Verbindungsschicht 110 

step ■ _ 

||fund die Ba rri erens t ruktu ren 120 mitt els eines Auf bring ens ei- 
"j&ner Kleberschicht auf das Tragersubstrat 100, beispielsweise 
fedilrch ein Drucken, erzeugt. Ferner kdnnen auch bekannte 
KMlM'kt u ri erungs t echni ken, die beispielsweise das Verwenden 

■I 
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|^||Maske umfassen k$nnen, zum Bilden der Verbindungs - 
l^iC'ht. und/oder der Barrierenst rukturen verwendet werden. 

1 H;: 

8^|a und 2b zeigen ein weiteres Ausf uhrungsbei spiel der 
pa|&igenden Erf indung, bei dem im Unterschied zu dem unter 
|itiahme auf die Fig. la und lb erklarten Ausf uhrungsbei - 
i/^r'die Entweichungsverhinderungsstruktur durch eine hori- 
^J|i^---Entl iif tungsrinne 118b gebildet ist, so daft ' bei einem 
afbfingen des Chips 112 durch die Entl uf tungsrinne ein Ent - 
^^^|fi|sschlit z bzw. Entl uf tungsspal t zur Entluftung gebildet 
^ffiffibie^ horizontal e Entl uf tungs rinne 118b wird mitt els einer 
Mterenstruktur 122 gebildet, die in einer Richtung senk- 

v > V : ■ 

mwi-izW dem Tragersubstrat 100 ( z -Richtung) gegenuber der 

'WWW 

^^atings s c hi c ht 114 uber die gesamte Breite des Kanals 
pi;|;ef t^ist, so daft sich die Entl uf tungs rinne 118b in hori- 
B^er Richtung liber die gesamte Breite des Kanals er- 

^wWW, ■ ■ 



Ferner konnen in der Barrierenst ruktur auch rill en - 
^^piiAusnehmungen bzw. Vertiefungen vorgesehen sein, um 
s ~\elsweise einzelne LSngsrinnen zu pragen, die ferner i«n 



r\ regelmaft igen Anordnung gebildet sein konnen. 

^jSarrierenstruktur 122 weist vorzugsweise wie auch die 
IplK^Sgsschicht 114 ein beidseitig klebendes Elastomer 
felteiKS^vElastomer besteht aus einem Teil, das auf das Sub- 
1 ' "S^^i^Laminiert wird. Bei diesem Ausf lihrungsbeispiel wird 

fe'E&ii r i e r ens t r u ktu r 122 vorzugsweise nach dem Aufbringen 
^P^^B^ndu ng s s c hi c ht durch ein nachf olgendes Vertiefen der 
; :ah den seitlichen Enden, beispielsweise durch ein 

l^llii^^.v'Druckf o rmen, erzeugt. Da durch wird in der Verl&n- 
eiriin^ des Bondkanals die Entl uf tungs rinne eingepragt. 
' | I W:^W 

"1||nat'iv zu dem oben beschriebenen Erzeugen der Entl uf - 

ijrinne durch ein Vertiefen kann eine Entl uf tungs rinne 

^^§^ii^ein Erzeugen von erhohten St rukturen bzw. Abstand- 

^M^IIlSui. einem Rahmen gebildet werden, was nachf olgend un- 
- : , 
vBezugnahme auf die Fig. 3a und 3b erkl art wird. 

§||i | 



)015 
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^■Wird eine erste Schicht 124 in einer Rahmenform auf dem 
;g.e'rsubstrat 100 erzeugt, wobei durch die Schicht 124 eine 
Iji^ruktur mit seitlichen Wanden gebildet ist, die emen 
4iiraum umschl iefi en f der den Bereich des kunftigen Bondka - 
fB^&$'4 • f estlegt. Das Aufbringen der Schicht 124 kann bei - 
lelsweise mittels eines Druckens einer Klebeschicht erf ol - 
einem darauf f olgenden Schritt wird auf die Schicht 
• Cine weitere Schicht 126 als Abstandhal ter auf die seit- 
j^$en Wande der Rahmenst ruktur aufgebracht. Das Aufbringen 
^^fSchicht 126 auf dem vo rgedruckt en ra hmenf ormigen Schicht 



i^|?i^kahn mittels eines zweiten Druckpro zesses erfolgen. 



^ ■■■ • 



JSehicht 126 wird derart aufgebracht, so daft sie sich 
ht vollstandig liber die Seitenwande erstreckt. Dadurch 
^rd!- in jeweiligen ausgespa rten Bereichen, d. h. den Berei- 
<H fen/' in denen die Schicht 126 nicht gebildet ist, eine Ent - 
nf&ngsrinne 118c gebildet. Bei dem Ausf uhrungsbeispiel ge- 
>f<|eh; Fig. 3a und 3b weist der Bondkanal 114 eine langliche 
rtt;fifefes pr ec hend zu den unter Be zugnahme auf die Fig. la, b 
li^i^/b erklarten Ausf uhrungsbeispiel en auf. Die Schicht 126 
ft/d/bei dem gezeigten Ausf uhrungsbeispiel in zwei Teilen 
>es : <fc£lt aufgebracht, daii der Bondkanal 114 entsteht, wo bei 
Entluf tungsrinne 18c jeweils an den seitlichen Enden 114a 
«l^H:l4b desselben gebildet ist und sich iiber die gesamte 
^liite des Bondkanal s 114 erstreckt. 



wrnmm 



r .^vSJr zeugung der Entl uf tungsrinnen gemafi den unter Bezugnah- 
lllMuf die Fig. 2a und 2b sowie 3a und 3b beschriebenen Her- 
llf^lliu rigs v erf ahren ermoglicht ein einf aches Erzeugen der er- 
Sli'dungsgemaiSen Entweichungsverhinderungsst rukturen, wodurch 
'ie "Herstellungskosten gering gehalten werden. Ferner wird 



H&rc-li. die Verwendung einer einfachen geomet rischen Gestal - 
J&m^ r &. h. einer Rinne die sich iiber .die gesamte Breite des 
"ilk^^ls erstreckt, ein kostengunstiges Erzeugen des Bond- 
itii-s begunstigt. 
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• '/' : "• 

^l|i^4a und 4b zeigen ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel der 
SSppegenden Erfindung, bei dem zum Bilden der Entweichungs - 
^lalhinderungsstruktur eine Barrierenst ruktur 128 vorgesehen 
HH|^ ; r' die an den seitlichen Enden 114a und 114b des Bondkanals 
^p^xdnet ist. Der Bondkanal 114 wird durch das Aufbringen 
Sl^ivVferbindungsschicht 110 in zwei Teilen gebildet, so daft 
*^^/S"j€litl ichen Enden 114a und 114b offen sind. Bei diesem 

L rtrungsbeispiel weist die auf dem Tragersubs trat 100 an- 
^^"dnPte Barrierenstruktur 128 eine hockerartige Form mit 



^Pf^lSx ausgewolbten Oberflachen auf. Wie es in Fig. 4a zu er- 
: ife;ist, umfaftt die Barrierenstruktur 128 eine konvex aus- 
g||^|pdete obere Oberf lache. Ferner weist die Barrierenstruk- 
gemaft Fig. 4b in einer Dxaufsicht auf das Tragersub- 
^^^pgpl^OO eine kreisrunde Form auf. 

Ill •> 



|i^|Birrierenstruktur 128 ist an den seitlichen Enden 114a 



l : ":il4b des Bondkanals 114 jeweils beabstandet zu der Ver- 
S|^^^rsschicht 110 angeordnet, so daft sich zwischen der Bar- 

i^ilfepnstruktur 128 und der Verbindungsschicht jeweils seitli- 

•• 

ija^-Ku'strittsschl it ze 11 8d ergeben. Ferner weist die Barrie- 
"sinst ruktur 128 senkrecht zu dem Tragersubst rat ( z-Achse) ei - 
i^^Hl^ingere Hohe als die Verbindungsschicht 110 auf, so daft 
^^l^m Anordnen des Chips 112 auf der Verbindungsschicht 
^mi^^lti Abstand zwischen die Barrierenstruktur 128 und dem 
^'<2M~'p ! 112 er zeugt ist, wo durch eine weitere Austrittsof f nung 



pS/S^rig^bildet ist, Folglich stromt bei einem Verkapseln des 
^^^pMln^ls die Luft bei diesem Ausf uhrungsbeispiel so wo hi an 
j^rafi^^bl ichen Schlitzen 118d zwischen der Barrierenstruktur 
*^^^j^%:: : de r Verbindungsschicht 110 als auch liber die zwischen 
pW^^pirri erenstruktur 128 und dem Chip 112 gebildete Offnung 
Kt$B,S;aus.- Obwohl bei dem Ausf uhrungsbeispiel die Barrieren- 
^$9KS^^ : ' 128 in dem Bondkanal 114 angeordnet ist, kann bei 
pgajld^ren Ausf uhrungs beispiel en die Barrierenstruktur an den 



;tl ichen Enden 114a und 114b teilweise oder auch vollstan- 



^^Ppj|;jBr hal b des Bondkanals angeordnet sein. 

; ' -.-V, - 



it mm 
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^A'.r;;-?v-- ; .i:;:-:': ; : 

Vxch die konvexe Ausbildung der Barrierenstruktur 128 wird 
T, ne aerodynamische glinstige Form mit einem geringen Stro- 



^^ ; fs wider stand (C„-Wert) erreicht, der ein vorteil haf tes 



;^/.:-.''-':..>'v... ... 

^•rausdrangen der Luft mit geringem Staudruck ermogl icht . 
fin&rvwird durch die Barrierenstruktur mit konvexer Form ei 
rf^^usMtzliche Benet zungsf 1 ache geliefert, die aufgrund der 
i^chlii.'der Barrierenstruktur und der Verkaps elungsmasse 
Jrkenden Kapillarkraf te ein Zuriickhalten der Verkapselungs - 
iss ^ i n dem Bondkanal bewirkt. 



^iri 'weiteres Ausf iihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
'iM^in den Fig. 5a und 5b dargestellt. Im Unterschied zu den 
p^a^erklarten Ausf iihrungsbeispiel en ist bei diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel eine Entweichungsverhinderungsst ruktur 11 8f in 
Tragersubstrat 100 gebildet. Die Entweichungsverhinde- 



frig's st ruktur 11 8f erstreckt sich als eine schl it zf ormige 
'••'iAusAehmung quer iiber die seitlichen Wande des Bondkanals 114. 
fries ermogl icht das Entliif ten des Bondkanals s el bst wenn der 
ISf^wie bei dem beschriebenen Ausf iihrungsbeispiel vorgese 
^qn^-seitlich vollstandig abgeschlossen ist. 

V&ei einem weiteren Ausf iihrungsbeispiel kann eine Entwei - 

jlhuhgsverhinderungsstruktur auch eine Ausnehmung in dem Tra- 
y ^;er,substrat umfassen, die sich in vertikaler Richtung ( z- 
"/iehse) durch das gesamte Tragersubst rat 100, d. h. von der 
Obferflache 100a zu einer gegeniiberl iegenden aulieren Oberfla- 
che 100b, erstreckt. Die Entweichungsverhinderungsstruktur 
|wird'dabei in dem Bereich des Kanals 114 vorzugsweise in ei - 
.^:m:;^eeignet gewahlten Abstand zu der Bondoff nung 116 ange- 
fordnet, so daft sich eine gunst-ige Luft zirkulation beim Ent - 
'"weichen der Luft liber die Entweichungsverhinderungsst ruktur 
*4£gibt'.' Entsprechend zu den vorherigen Ausf iihrungsbeispiel en 
Hird durch eine geeignete Querschnittsf 1 ache der Ausnehmung 



m 



IS; 



feiri, Austreten der Verka ps el ungsmass e durch die Ausnehmung 
r$^£hindert. 
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in den verschi edenen Ausf uhrungs beispi el en jeweils ei - 
Wipsstimmte Ausf iihrungsf orm der Entl iif tungstruktur gezeigt 
;|^||:;kbnnen die jeweiligen Ausf iihrungsf ormen auch miteinander 
iihiert werden. Beispielsweise ist bei einem Ausf uhrungs - 
sowohl eine Entweichungsverhinderungsstruktur in dem 

rat als auch eine an einem seitlichen Ende des 
s angeordnete Barrierenstruktur vorgesehen.. 



il .... 



Best Available Copy 



TUE 08:46 FAX 317 638 2139 



MAG I NOT MOORE & BECK 



USPTO 



m 



iiifi- 

: 



17 



iSPtta ns pr uc he 



JKiagerstruktur fur einen Chip mit folgenden Merkmalen: 



.^ : em Tragersubstrat (100) mit einer. Bondoff nung (116) in 
jfeel-ben; 

^g^^Verbindungsschicht (110) auf dem Tragersubstrat (100), 



l^pp;^uberl append mit der Bondoff nung (116) ein Bondkanal 
$§hi%)\: gebildet ist; und 

^^^^pintweichungsverhinderungsstruktur ( 118a; 118b; 118c; 
5p$|^$18e; 118f) fur den Bondkanal (114), um bei ein em Ein- 
^rorng;en eines Verkapselungsmat eriais in den Bondkanal (114) 
^^PPP^sra Auf bringen eines Chips (112) auf die Tragerstruktur 
^^feint^eichen von Luft aus dem Bondkanal (114) zu ermogli- 
r^Sp^nd das Verkapselungsmaterial an einem Entweichen aus 

; 

fd^tSS3Bbiidkanal (114) zu hindern. 

a^^^Stf ers t ruktu r nach Anspruch 1, wo bei die Entweichungsver 



§ 



M||p^ngsstruktur (118a; 118b; 118c; 11 8d,. 11 8e; 118f) aus- 
|^H*et ist, um ein Entweichen des Verkapselungsmaterials 
g^ptijhd einer Kapillarwirkung zu ver hindern. 

2,, Tragerstruktur nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Entwei 



gjpM^s^erhinderungsstruktur (118a-f) eine Off nung mit einer 
Mfi^lfeh: Querschnittflache umfaftt, so daft ein durch eine Ka - 
^p||rwirkung verursachtes Entweichen des Verkapselungsmat 



al verhi ndert wi rd. 



e - 



Hi 

g|i^^pigerstruktur nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei der 

fr ; Bondkanal (114) an einem seitlichen Ende (114a, 114b) of 
p^nvist, wobei die Entweichungsverhinderungsst ruktur durch 



:|ne: Barrierenstruktur (120; 122; 124; 128) zum Verringern 

i>Querschnitts des Bondkanals (114) an dem seitlichen En 
^l^a, 114b) gebildet ist. 
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|gexs^TxxYX.vix wslc\\ "KtvsprvxcVi ^, "toex di.^. ^itieterv- 

fktux ^Y2Q>; \21; icdX dex NIer^nda\\qsse\vic\\?c 

let\ xsx.. 

IJ^i^jg er st. tutor t\ac\\ einem dex KrispxucYie. 4 odex 5 r bei dercv 
^Sarrierenstruktur (120; 122; 124) einstuckig mit der Ver- 

• 

Pp||%sschicht (110) gebildet ist. 

S|||agerstruktur nach einem der Anspruche 4 bis 6, bei dem 
fch'.die 1 Barrierenstruktur (122; 124) uber die gesatnte Breite 
Stllj&ndkanals (114) erstreckt. 

^^^kgerstruktur nach einem der Anspruche 4 bis 7, bei dem 
'H ; 'e,- Barrierenstruktur (120) ausgebildet ist, so daft sich ein 
^erschnitt des Bondkanals (114) in eine Richtung zu dem 
^l§iSichen Ende (114a, 114b) verjungt. 

mm: . 

^SpP^agerst ruktur nach einem der Anspruche 4 bis 8, bei dem 
Le Barrierenstruktur (128) eine konvexe Form aufweist. 



• M#fc -T rag erst ruktur nach einem der Anspruche 4 bis 9, bei der 



p^; Barrierenstruktur (128) in dem Bondkanal (114) angeordnet 
l&Sd von der Verbindungsschicht (110) beabstandet ist. 

%li. Tragerstruktur nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, bei der 
Ijdie Entweichungsverhinderungsstruktur eine Ausnehmung (118f) 
$'\ : £n dem Tragersubstrat (100) umfafit. 



f^V&'-2. Tragerstruktur nach Anspruch 11, bei der der Bondkanal 

|/:(114) seitlich vollstandig geschlossen ist., 

0-. 

MM 1 ': 

|pi : 3. Tragerstruktur nach Anspruch 11 oder 12, bei der die Ver- 
pbindungsschicht (110) auf einer Oberflache (100a) des Trager- 
§|?substrats (100) angeordnet ist, wobei sich die Ausnehmung 
^.(.118f) auf der Oberflache (100a) uber eine Seitenwand des 
|l : Bondkanals (114) erstreckt. 

H 
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If 18. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem der Schritt des Er- 

% zeugens einer : Verbindungsschicht das Erzeugen eines Rahmens 

M (124) auf dem TrSgersubstrat (100) aufweist und der Schritt 

£| des Erzeugens einer Entweichungsverhinderungsstruktur (118c) 

JI5 den Schritt eines Aufbringens eines Abstandhalters (126) auf 

/>| den Rahmen (124) aufweist. 
ft 

■| 19. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 18 , bei dem der 

| Schritt des Erzeugens der Verbindungsschicht (110) ein Struk- 

Jo turieren der Verbindungsschicht und ein nachf olgendes Auf- 

| bringen der strukturierten Verbindungsschicht (110) auf das 
TrSgersubstrat (100) umf aftt . 

\ 20. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 19, bei dem der 
$ Schritt des Erzeugens der Verbindungsschicht (110) ein Dra- 
ff cken der Verbindungsschicht (110) auf das TrSgersubstrat 
I (100) umfafit. 

I 21. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 oder 17, bei dem* 

;|) der Schritt des Erzeugens der Verbindungsschicht (110) ein 

| Erzeugen einer Verbindungsschicht (110) mit einem Bondkanal 

f (114) mit einem seitlichen offenen Ende (114a, 114b) umfa&t 

und der Schritt des Erzeugens der Entweichungsverhinderungs- 

] struktur ein Erzeugen einer Barrierenstruktur (120; 122; 124; 

£ 128) an dem seitlichen offenen Ende (114a, 114b> umfaftt. 

\ 22. Verfahren nach Anspruch 21, bei dem der Schritt des Er- 

| zeugens der Verbindungsschicht (110) und der Schritt des Er- 

f zeugens einer Barrierenstruktur (120; 122; 124; 128) gleich- 

J) zeitig erfolgt. 
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•| Zusammenf assung 

| Tragerstruktur fur einen Chip und Verfahren zura Herstellen 
derselben 

% 

f Eine Tragerstruktur fur einen Chip (112) umfaftt ein Trager- 
substrat (100) mit einer Bondc-ffnung (116) in derselben und 
eine Verbindungsschicht (110) auf dem Tragersubstrat (100). 

\ In der Verbindungsschicht (110) ist uberlappend mit der Bond- 

| offnung (116) ein Bondkanal (114) gebildet. Die. Tragerstruk- 
tur umfafct ferner eine Entweichungsverhinderungsstruktur 
(118a) ftir den Bondkanal (114) , urn bei einem Einbringen eines 
Verkapselungsmaterials in den Bondkanal (114). nach dem Auf- 
bringen eines Chips (112) auf die Tragerstruktur ein Entwei- 

i chen von Luft aus dem Bondkanal (114) zu ermoglichen und das 
Verkapselungsmaterial an einem Entweichen aus dem Bondkanal 
(114) zu hindern. 

Fig. 1 b 
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Bezugszeichenliste 



100 TrSgersubstrat I 

100a Oberflache 

100b Oberflache 

110 Verbindungsschicht 

110a Oberflache f? f 

112 Chip || 

114 Bondkanal || 

114a seitliches Ende % 

114b seitliches Ende || 
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116 Bondoffnung 
118a EntlUftungsschlitz 
118b Entlttf tungsrinne 
118c Entliiftungsrinne 
118d Entltiftungsschlitz 
118e Entltlftungsof fnung 
118f Entluftungsausnehmung 
120 Barrierenstruktur 
122 Barrierenstruktur 
12 4 Rahmenstruktur 
126 Abstandhalterschicht 
128 Barrierenstruktur 
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